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[image: image1.wmf]В последнее время подвешенные полупроводниковые мембраны привлекают внимание благодаря влиянию дополнительных механических степеней свободы [1,2] и особенностей теплопереноса [3] на электронный транспорт. В настоящей работе исследуется влияние этих особенностей на осцилляции Шубникова-де Гааза (ОШдГ) в мембранах с двумерным электронным газом (ДЭГ).
Экспериментальные образцы изготавливались на основе гетероструктур AlAs/GaAs с высокоподвижным ДЭГ поверх жертвенного слоя AlAs толщиной 400 нм. Подвижность и концентрация электронов в полученном ДЭГ составляли соответственно µ = 2∙106 см2/Вс и n = 6∙1011 см-2. Подвешивание мембран производилось путём селективного травления жертвенного слоя в растворе HF. Толщина полученных мембран составляла 160 нм. Измерения проводились при температурах от 480 мК до 50 К. Осцилляции изучались как в линейном, так и в нелинейном режимах.
Показано, что подвешенные образцы демонстрируют хорошо выраженные ОШдГ, причём их температурные зависимости подобны наблюдающимся в неподвешенных образцах. Однако поведение переворота фазы ОШдГ, наблюдаемое в нелинейном режиме при пропускании постоянного тока, значительно отличается в подвешенных и неподвешенных образцах. Это различие может быть объяснено особенностями теплоотвода в подвешенных структурах.
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Рис. 1. ОШдГ в подвешенном образце при различных значениях постоянного тока.









